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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４２６４—１９９３《半导体材料术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４２６４—１９９３相比，有以下变化：

———增加了２１８项术语；

———增加了三个资料性附录：包括６１项硅技术术语缩写、１１项符号和标准术语出处；

———修改了原标准中８６项术语内容。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所、有研半导体材料股份有限公司、

杭州海纳半导体有限公司和国瑞电子材料有限责任公司。　

本标准参加起草单位：洛阳单晶硅有限责任公司、峨眉半导体材料厂、宁波立立电子股份有限公司、

南京国盛电子有限公司、南京锗厂有限责任公司、万向硅峰电子股份有限公司、云南东兴集团、西安骊晶

电子技术有限公司、中科院半导体所、上海合晶硅材料有限公司。

本标准主要起草人：孙燕、黄笑容、向磊、翟富义、卢立延、郑琪、邓志杰、贺东江。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４２６４—１９９３。
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半 导 体 材 料 术 语

１　范围

本标准规定了半导体材料及其生长工艺、加工、晶体缺陷和表面沾污等方面的主要术语和定义。

本标准适用于元素和化合物半导体材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＡＳＴＭＦ１２４１　硅技术术语

ＳＥＭＩＭ５９　硅技术术语

３　术语

以下术语和定义适用于本标准。

３．１

受主　犪犮犮犲狆狋狅狉

半导体中的一种杂质，它接受从价带激发的电子，形成空穴导电。

３．２

电阻率允许偏差　犪犾犾狅狑犪犫犾犲狉犲狊犻狊狋犻狏犻狋狔狋狅犾犲狉犪狀犮犲

晶片中心点或晶锭断面中心点的电阻率与标称电阻率的最大允许差值，它可以用标称值的百分数

来表示。

３．３

厚度允许偏差　犪犾犾狅狑犪犫犾犲狋犺犻犮犽狀犲狊狊狋狅犾犲狉犪狀犮犲

晶片的中心点厚度与标称值的最大允许差值。

３．４

各向异性　犪狀犻狊狅狋狉狅狆犻犮

在不同的结晶学方向具有不同的物理特性，又称非各向同性，非均质性。

３．５

各向异性腐蚀　犪狀犻狊狅狋狉狅狆犻犮犲狋犮犺

沿着特定的结晶学方向，呈现腐蚀速率增强的一种选择性腐蚀。

３．６

退火　犪狀狀犲犪犾犻狀犵

改变硅片特性的热过程。

３．７

退火片　犪狀狀犲犪犾犲犱狑犪犳犲狉

在惰性气氛或减压气氛下由于高温的作用在近表面形成一个无缺陷（ＣＯＰ）区的硅片。

３．８

脊形崩边　犪狆犲狓犮犺犻狆

从晶片边缘脱落的任何小块材料的区域。该区域至少含有２个清晰的内界面，而形成一条或多条

清晰交叉线。
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